
POLSKA
RZECZPOSPOLITA

LUDOWA

URZĄD
PATENTOWY

PRL

OPIS PATENTOWY

Patent dodatkowy
*do patentu

Zgłoszono:

Pierwszeństwo:

06.111.1965 (P 107 799)

Opublikowano: 20.VII.1967

53487

KI. 21 g, 11/02

MKP

Twórca wynalazku: mgr inż. Stanisław Gondek
Właściciel patentu: Fabryka Półprzewodników „TEWA", Warszawa

(Polska)

Sposób otrzymywania przyrządów półprzewodnikowych przy
wykorzystaniu maskujących własności niektórych metali

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymy¬
wania elementów półprzewodnikowych z wyko¬
rzystaniem maskujących własności niektórych me¬
tali. Przyrządy półprzewodnikowe można otrzy¬
mać wieloma znanymi już sposobami. Ostatnio
technika światowa coraz powszechniej stosuje w
przypadku elementów krzemowych metody po¬
dwójnej dyfuzji domieszek donorowyeh i akcep¬
torowych, a w przypadku elementów germano¬
wych metody dyfuzyjno-stopowe. Niektóre firmy
zagraniczne stosują także podwójną dyfuzję do¬
mieszek w produkcji germanowych elementów pół¬
przewodnikowych, po uprzednim nałożeniu na po¬
wierzchnię germanu warstwy dwutlenku krzemu
Si02.

Zasada stosowania metody podwójnej dyfuzji w
przypadku krzemowych przyrządów półprzewod¬
nikowych polega na utlenianiu płytki krzemowej
na przykład typu „N" na grubość około 8000 A.
Następnie przeprowadza się pierwszą dyfuzję do¬
mieszki akceptorowej na przykład galu. Wytwo¬
rzona warstwa tlenków na powierzchni krzemu
nie stanowi przeszkody dla dyfuzji galu, który
dyfundując równomiernie na całej powierzchni
zmienia do określonej głębokości typ przewodnic¬
twa z „N" na „P". Kolejnym procesem dla tak
otrzymanych płytek krzemu jest wytrawienie w
warstwie tlenków metodą fotolitografii mikro-
obszarów dla umożliwienia dyfuzji drugiej do¬
mieszki tym razem donorowej na przykład fosforu.
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Dyfuzja domieszki donorowej na płytce zacho¬
dzi jedynie w tych miejscach, które pozbawione
są tlenków. W pozostałych miejscach dyfuzja fos¬
foru nie zachodzi, ponieważ odpowiednio gruba
warstwa tlenku krzemu jest warstwą maskującą
dla par fosforu.

W ten sposób powstają obszary emitera typu
„N". Następną operacją jest usunięcie warstwy
tlenków z całej powierzchni płytki na drodze
trawienia chemicznego. Kolejnym procesem jest
naparowanie i następnie wtopienie metalowych
kontaktów do obszaru emitera i bazy. Następnie
ogranicza się obszar kolektora przez odpowiednie
maskowanie i trawienie obszaru złącza kolektor —
baza i uzyskuje się tak zwaną strukturę „Mesa".

Dalsze operacje i zabiegi należy zaliczyć do ty¬
powych procesów montażowych uprzednio otrzy¬
manego złącza typu p-n-p. Metoda dyfuzyjno-sto-
powa stosowana przy produkcji germanowych
przyrządów półprzewodnikowych różni się do opi¬
sanej tym, że drugi proces dyfuzji zastąpiony jest
procesem stopowym. Celem wynalazku jest otrzy¬
manie przyrządów półprzewodnikowych o podob¬
nych własnościach elektrycznych jak z technologii
„Mesa", z pominięciem szeregu trudnych operacji,
a w szczególności wytrawienia mikroobszarów
emitera metodą fotolitografii, konieczności wyko¬
nania bardzo precyzyjnych masek fotograficz¬
nych itp.

Cel ten został osiągnięty przez wykonanie dru-
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giej lub pierwszej i drugiej dyfuzji do całej po¬
wierzchni nieutlenianych uprzednio płytek z ma¬
teriału półprzewodnikowego, następnie przez za¬
bezpieczenie części powierzchni materiału pół¬
przewodnikowego naparowanym i wtopionym me¬
talem lub stopem odpornym na czynniki trawią¬
ce i wytrawienie pozostałej powierzchni do ściśle
określonej głębokości w pierwszej warstwie dy¬
fuzyjnej w celu uzyskania złącza emiter-baza,

-■ przy czym kontakty bazy naponoiwuje się i wta-
'*•'" p&a po wytrawieniu obszarów niezamaskowanych.

"Sposób otrzymywania przyrządów półprzewodni¬
kowych według wynalazku właśnie pozwala prze¬
de wszystkim na wyeliminowanie operacji wstęp¬
nego utleniania, znacznie upraszcza cały proces
dyfuzji, dalej pozwala na wyeliminowanie opera¬
cji bardzo kłopotliwego wytrawiania w warstwie
tlenków mikroobszarów pod dyfuzję obszarów
emitera, oraz konieczności — niesłychanie precy¬
zyjnego naparowywania i wtapiania w te obsza¬
ry metalowych kontaktów.

Sposobem tym można wykonać także przyrządy
półprzewodnikowe jednozłączowe na przykład
prostownicze. W przypadku otrzymywania germa¬
nowych przyrządów półprzewodnikowych sposo¬
bem według wynalazku unika się konieczności
kłopotliwego nakładania na powierzchnię germa¬
nu warstwy tlenku krzemu Si02. Wykonanie spo¬
sobu według wynalazku polega na tym, że do
nieutlenionej płytki krzemu na przykład typu
„N" co pokazano na fig. 1 przeprowadza się
pierwszą dyfuzję domieszki akceptorowej na przy¬
kład galu co ilustruje fig. 2, a następnie do całej
płytki przeprowadza się drugą dyfuzję domieszki
donojrowej na przykład fosforu co przedstawiono
na fig. 3.

Dyfuzję domieszek akceptorowej i donorowej
przeprowadza się w ściśle określonych warun¬
kach zależnych iod raałożonej głębokości poszcze-
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gólnych warstw dyfuzyjnych i założonej koncen¬
tracji powierzchniowej, bowiem od ich wielkości
zależą własności elektryczne przyrządów półprze¬
wodnikowych.

5 Dalsze postępowanie według wynalazku polega
na naparowaniu i wtc%)ieniu w dowolne miejsca
płytki półprzewodnikowej metalowych kontaktów
emitera co pokazano na fig. 4.

Uzyskanie złącza emiter — baza osiąga się me-
io todą trawienia chemicznego, przy czym obszar

emitera w czasie trawienia zabezpieczony jest
właśnie naparowanym i wtopionym metalowym
kontaktem, przedstawia to fig. 5.

Kolejną operację wykonuje się przy pomocy
15 metalowej maski drogą naparowania z jednej lub

obu stron obszaru emitera metalowych kontak¬
tów bazy, które następnie wtapia się w celu uzy¬
skania trwałego styku omowego.

Ostatnią operacją jest znane już ograniczenie
20 obszaru złącza kolektor^baza czyli uzyskanie

struktury „Mesa" oraz typowy montaż. Komplet¬
ne złącze przedstawione jest na fig. 6.

25 Zastrzeżenie patentowe

Sposób otrzymywania przyrządów półprzewod¬
nikowych znamienny .tym, że drugą lub pierwszą
i drugą dyfuzję przeprowadza się do całej po-

30 wierzchni nieutlenionych uprzednio płytek pół¬
przewodnikowych, przy czym obszar emitera uzy¬
skuje się przez zabezpieczenie części materiału
półprzewodnikowego naparowanym i wtopionym
metalem lub stopem, odpornym na czynniki tra-

35 wiące i wytrawieniem pozostałej powierzchni do
określonej głębokości w celu uzyskania złącza
emiter-baza, przy czym kontakty bazy naparowu¬
je się i wtapia po wytrawieniu obszarów nieza¬
maskowanych.
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